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Por la presente se provee un dispositivo de
widn semiconductora que comprende un cuerpo cristolino
cemiconductor de un tipo de conductividadj una zona del
otro tipo de conductividod inmediotamente adyacente a
une, cera de dicho cuerpo; ung unidn PN entre la zona y
el resto del cuerpo; y una capa de material policrista-
lino semiconductor del otro tipo de conductividad sobre

la zona. La capa policristalina mejora la rupiura del

" voltaje de inversidén de la unidn PN.

La Migure 1 es una vista a seccidn de una pore- -
¢idn de un cuerpo coumpleto incluyendo una pluralidad de
diodog semiconduciores de acuerdo con una represenbacidn 4
de la invencién ; ¥y, '

La wigura 2 es una vista a seccibn de un tran-
gistor de acuerdo con otrae representacidn.

BIEFLO T

Unea estruciura cdmpleﬁa 10 (Mgure 1) es ifor=-

mada con wia pluralidad de dispositivos 11 aislados que

. egtin unidos por une mabeiz alslante 12 que consiste de

un cristal adecundo. Le esiructura complets 10 puede ser
fabricada mediante prensado a czlor de une placa de cris-
tal con un semiconductor adecuadamente preparaco.

Cads dispositivo semiconductor 11 comprende

~una base semiconductora o substrgto 13. La medida, for-

ma, tipo de conauctividad y composicién precisos del
substrato semiconductor 13 no son criticos en ia aplica-

cidn de este invenio. El substrato 13 puede lo iuismo

. ser de tipo P o0 de +ipo N, y puede ser igualnente .:0no-

cristalino como pelicristalino, aunque el naterial mono—

" eristalino es preferido para logrer las rupturas mds al
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tas del voltaje de invercidn. Bl substratc 13 pucde con-
gistir lo migno de pewiconductores elementales talcs co-
mo germanio o silicdn, como de senicwnduciores du alca-
ciones tales como las aleuciones de germenio con wilicedn,
o cono de wemiconduciores cownuestos tales cono 1log ni=
truros, fosiurvs, arscniuros o antimoniuvros Ge bordn, slu~
minic, galio e indio. En cgte cjemplo, cude suustr:to
13 es de forma de dimeco, de wnos 0,762 a 1,27 mi., de did-
metro, y consigte de gilicdn wonocristalino de conducti-
vidad de tipo N y de una resistividad eldetrico baja
(como de 0,01 ohm~ci).

ge deposita una primers cepa epite:ial 14 de
silicén monocristalino del miswmo tiuo de conducuividud
del substrato 13, sobre une csra del substreto 13. En
este ejemplo, la primeca capo epitaxial 14 es de conduc-
tividad de tipo I, tiene como 1 nil de espesor y una re-
sigtividad de unos 20 a 25 ohm-cm. Los limites 0 la en~
treccara 15 entre el suustrsaiv scmiconductor 13 de resis-
tividad baja y le capa epituxial 14 de resis.ividad al-
ta, pueden ser descripuos cowo una unién de alis y baja.

Una segunda capa epitaxial 16 de nalericl sgcomi-
conductor cristulino es depositada sobre la primera capa

¢pitaxial l4. La sesunda cap: epitaxial 16 es del tigo

3

de conductividad opuesto al del substrato 13 y de la pri-
mera capa epitaxial 1l4. In esta rcpresentzcidn la sezun-—
da capa epitaxial 16 es de silicén monocerigtslino de
conductividad de tipo P, tiene un espesor de 1 mil apro—
ximadamente y una resistividsd de unos 35 a 50 ohn-cm.

Bl 1imite o entrecera 17 entre la sezunde capa epitaxizl
16 y la primera cepa epitaxial 14 constituye unz unidn



10

15

20

25

4--30 68

vectificadora PH.

Une capa 16 de maberial policrigtelino semicon-
ductor es deposituda sobire la segunda capa epltaxizl 16.
La caps 18 es del mismo tipo de conductividad de la se=~
cunda caps eplitaxiel 16, pero es preferentemente de una
raesistividad mds baje. Ventajosauente, lg resistividad
de la capa pulicristalina 18 es inferior que la de la
ceps epitaxial semiconductora udyacente 16 en por lo me-—
nog dos dérdenes de umagnitud, como por ejemplo, no mds
de 1/100 veces la resistividad de la capa 16. En este
ejemplo la capa 18 consiste de silicdn policristalino

de tipo P y con uma resistividsad de unos 0,008 cm. y un

- espesor de unos 0,127 a 0,178 mn. El limite o entreca-

ra 19 entre la capa epitexial 16 del tipo P y la capa
policiristaline 18 de tipo P de resgistividad baja, puede
deglgnarse como una unidn de alta y baja.

8i se desca un diodo de actuazcién rdpida se
puede difundir una subsitoncla que sea destructora de por
vida en el semiconductor particulsr empleado, en el subsf
treto 13 entes de formzr el cuerpo completo terminedo
10. Cuando el subsireto 13 es de silicdn como en este
¢jemplo, se puede depositur une pelicula delgada de oro
(i:ue no se nuestrs) sobre una de las caras del subsira-
to 13 y después se culicntc el substrato a unos $502(.
pars @ifundir ¢l oro en el substrato 13. El oro asidfun~
dido reduce el tiempo de vida de los itransportadores de
carga de minoria en silicdn.

Se deposita una cublerts metflica 20 cue pue-
de consigtir, por cjeuplo, de nlguel sin electricidud,

en cade capz poliucrissalina 18. Se deposita una cubierta
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' metdlica similar 21, que pucde ser tamb.én una velicula

de niquel sin clectricid.d, sobre la cars expuesta de
cada substrato 13. Las cubiertus metélicas 20 y 21 sir-

ven de dispositivos de conticto o electrodos. 31 electro-

- do 20 egtd seporsdo por todas vartes de la cupa enita-

~xial o zona 16, o sease, nc exbéd cn contueto con la mo-
"na 16.

Log pagos regtonbes de veparsr log dlodos indi-

" viduales y de empetir los alimbres de _uis a lou cont: c-

- tos metdlicos de los mismos, ce efectdan por néitodos co-

‘nocidos en el arie y que no es necescrio descriivir aqui.

51 ce desez, se pueden cortar ;rupos consistentes en
una pluralidaed de tules diodos,del cucrpo completo 10, y

flos diodog sepur.dos en cadu grupo se conceban en serie

: por nétodos conocidos.

Sorrientemente los diodos hechos de lo manera

. gue ge ha degeripto pero zin la cupa policuictelina 18

- muegtran una rupeura Ge vo taje de inversidn de 40C vol-

! tios eon wuna corrientc de 1C microampercs. A cmis, las

- curves I~V son redondewdus. En combvio, cwndo ge ubilis

- la capa 18 de nmaterial semiccnduchor policrisialine cn

la mancra cue ge describe en esita ropresentucidn, los

- dlspogitivog muesitran congicteniemente una rupiura de

" voltaje a 900 voltios ¥y a 10 microamperes aproximadamcente.

Ademds, lo "rodills® de 1os curves I-V es mds azude.

In este ejempio se deposite una cap. ve sili-
¢bén policristalino sobre una capa adyente de gilicdn nio-
noeristalino. Altcrnotivemente, se puede dcpo.iter una
cap. e geruenio polieristulino sobre silicdn monceris—

talino. Semejontemente sc puede depositur silicdn poli-
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eristalino sobre germanio monocrisvalino. Los tipos de
conduectividad de las varizs rogiones del dispositvivo
que se han deseripto pueden ser inveritldas.

SJAPTO IX

En la representucidén anterior se rormd una
unidn PK adyacente a una capa epliaxial de materdal se-
miconductor. £n lu represe.tocidn que ue brinda a conti-
nuacidén, la v idu ¢l es Fformada adyzcentementbe a una ca-
pa alfundida de material semiconductor.

Se forme un transistor 30 (Figura 2) gue comprens-
de un cuerpo sermlconductor cristeline 31 de un tipu de
conductivided y cue Ten.w por lo menocs una capa 32. =n
este ejemplo el cucepo 31 consisve Ge silicén monocris—
welino y es e conduc.ivid.d de tipo ¥. Une capa 33 de
nédsccrs alslante es depogiteda sobre una capa 32 del cuer¥
po semiconductor 31. La capz alslante 33 puede consistir,
como por ejemplo, de 0+ido de silicén el cuzl sc deposi-~
ta al calentar el cuerpo seumiconductor 31 en los vapores
de un compuesto de siloxano.

Hay une rgidn o zona difundida 34,del oiro

34 es de conduetividid de tipo P y se forma con la difu-
gidn de dsido de bordn en io poreidn no ensescarcds de
la care 32. El limitve o enirecura 35 emtre larezidn 34
Ge Bipo P y ia mesa del cucrpo semlconductor 31 de tipo I
se cuenvierte en el coiector de base y unidbn Il Gel trau—
slutor.

Une. woma difundlda o rogldn ewisoss. 36 de un

tlpo de conducivividid, o sease, del migio vipo de conduc—
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tividad ce la mass del cuerpo semiconductor 31, es dis-
puepte innediatimente wdyr cenie a la cerv 32 ¥ denuio
de la rcsidn de base de $ipo P. La regidén difwudida 36

en este ejemplo es de conductivid:d de tipo ¥ y es form-

~da por difusidn de pentdxido Tosioroso en una poreidn no

cnisascarada de la cara 32. <1 liwite o entbreciaw 37 enure
la repidn emisora 36 de tivo ¥y 12 rogidn de bune 34

de tipo P sirve e wuidn Pl de bose enigor: del disposi-
tivo.

Se depositla une cang amaler 38 de watorial sc-

miconductor policristcline wobr. una porcidn no em.asca-
“reda de la cara 32 en conb cto dirscto con la v idn de
base 34. La capa policristilina 38 es del wdsm.uo tipo de
| conductividad gue 1a regidu de baue 34, o seecuc Ge tipo
?N en egte ejemplo. Prefersniemente, la resisiividcd ce

la capa policerisiulina 39, es de wenos de G,Cl ohm-cn.
In este ejemplo lss capss poliesistalinas 38 y 39 son am~
bas de germenio. Alternstivenente, las capus mlicristali-
nas 38 y 39 pueden s:r de uiliedn o de dos wat.risles ve-
miconductores diferentes. La fobriceeidn del digpositivo
‘es realizada por téenicas corrientes de emmugcorido de
‘fotolitografia y de grabudo conocidas en el artu.
Para completir el dispositivo se deposite una
- primera pelicula metdlica o .uler 40 sobre la capa poli-
;cristalina 38 y se deposite una se unda capc metdlica 41
fsobre lz capa policrisi-lingz 39. Leg peliculis mctdlicus
:40 y 41 son apropiudumente Ge crouo o pal.dio o aluminio
fo niguel u otro semejente, y sirven respectivomente de
§electrodos de bagse y ewigor del transi.tor. Bl electrodo

1 40 estd separcdo por todas partes de la mona de buce 34,
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¥ el electrodo 41l estd separ. do por todis partcs de la
zona ewisora 36. Los alumbres eléetricos de guia 42 y 43
son conectuldos regpectivamente a los electrodos 40 y 41.

in el transistor completo 30, las capus poli-
eristulinas 38 y 39 no solamente mejorun les curccheris—
ticas elédetricus de la unidn 35 colectora de base y de
la unidbn 37 de bese enisora, sino tembidn al sellar las
uudiones ayudan a protegerlss de los efectos noclvos de
la humedad ¥ obtros contuwinantes no degeables del um-
vliente.

ieta solicitud .ue corresponte 2 la preccntuds
en Estodos Unidos de Américs el 22 de marzo de 1.967,ndm,
625.061, se acouze o Los beneficios del art? 51 del vigen-

te gsiutubto sobre Propiedud Industrial.

¥ 0 T A

Los punios de invencidn propiz y nueva que se
sresentan parc que sesn objeto de esta solleitud de Puten=

te de Invencidn en Bsgpafic, por VEINTE «ilos son log si=-

puientes:

1.~ Un dispositivo, gemiconductor gue comprende:

-un cuerpo semiconductor monocrisialine de un tipo de cone

duciivided y cue tenga por lo menos una care principal;
& ?

“una ..ong del oivro tipo we confuetividad en dicho cuerpo

sdyzcente inmediotemente a dicha una caraj una w.idn PN

entre dicha wona y ls assa de dicho cusrpo; ung capa
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. semiconducwosa policrigtalina de dicho otro tipo de con-
Eductividad en dicha zonw; ¥ cuhtectos eldetidicos en dicho

v

fcuerpo somiconductor y la dicha cupa policrigtuling.
! 2.~ Un digposiiivo semiconductor segin la reivin-
édicacidn 1 en el que diche capa policristalina consicte
!del mismo metorial semiconductor gue dicho ecusrpo semicon-
: ducior.
f 3.~ Un dispositivo gcmiconductor se in la rei-
ivindicacién 1 en el gue la recictividad de dicha capa
‘policristalina es menor que la resicilvidud de diche so-
%na en por 1o menos dos drdenes de magnitud.
; 4e= Un dispositivo semiconductor gezin la rei-
%vindicacién 1l en el que dicho contiecto eldectrico en dicha
i cape. policristalina estd sep.rudo de diche uona por $o-
fdas partes.
: 5= UH DICPCLULLIVO SuaicOCHDUCTUR.

Tal y como se ha descrito en la L:imoriz que

‘cnitecede, representedo en los divujos que se noeupaiisn y

ccon los fines .ue se nan especilic.do,

Besta Memoria conste de nueve hojas escrituu

ia miquinz por ung sols cara.

20w
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